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碳化矽鍍膜技術開發

億達科技股份有限公司

■計畫目標

A.��Á度設計。

B.各種蒸�條件蒸發(;量測。

C.各種操作u�設ì7實作。

D.物理7化學性質量測。

E.產品整合7量測。

■執行成果

A.建立 SiC PVD��設計技術。

B.建立 SiC蒸�條件。

C.�進Új�高功;離�發:Ê。

D.�進�EÎ����設Þ並發展'����之技術。

E.建立 SiC��合金N之��$*要u�。

■新產品∕新技術∕新設計∕新材料簡介

完成�合金ÈNª導Û之¤È��技術。

■技術合作單位及合作內容

無。

■成果應用領域

　　本產品�¼化矽���應用於高²f境中可提供��@之¤È7­

l之導ÛU¨，依學術Ç發¤�件有關¼化矽��之研究並不多，同¦地

�b本生產工廠è�有)、T[有此技術，所以此項技術�¢$市場應�

�電���產品上，~如� CPU導Û、 ICN導Û7 Note-Book��合金

之導ÛST或�高u�)之��¤È處理，³�如¨以PVD2作¼化矽�

�處理k}�J)7技術性${|，c對<�Ø雜¤È��$ã)性�難

n|，MN性${|， PVC2或 CVD2之生產(;;�，無2對)個�

¢量$市場提供合理$成本7�v供��Iè�wx0PVD��技術V發

$過程中發m�I個技術7MN性${|，針對未來可能發生$<=)個
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Ð®可能$工2_提o來檢�$,�EÎ����，為此w司已於 9U�

進此設Þ，[\S作'ä功能性$應用，�¼化矽����材料_製作o

來v，wx­�來應用，vÐ®有機A�¼化矽��技術應用�電���

產品之需要提高�Û$元件上，市場規模v有機A�¢。

　　wx���石 Ý有多項­l$特性，'中)項�為導Û，近年來發

展o來$Y�����¬¤，èA為製作成本過高而無2¡¢化°¼化矽

���成本上7製作上ã®Y���來>MN，³�£�要yz量化${

|，¤,�÷合)7高qrstñ量不多$產品，~如¥06品、«業化

高è6品。物理��2研究V發¦然已|)個é落，[\A針對b本半導

體設Þ製造«之需求�此技術量產化提供此技術�Ó。³�對¼化矽�E

Î��之技術V發，wx�L�地§下¨，wx{為I�)個©k�¢$

市場，�t>wx¨V發。

■專案執行重要心得

　　M!本計畫¼化矽��技術V發，./本公司有機A建立¼化矽��

之8å技術，不�提Z本公司��$設計7製程V發能k，ª本公司$產

品Cn為完整，對於公司`ak之提Z¢有ª益。然而本公司ý需L�1

oµ入X製程7X產品$V發，«k於設計7製程關鍵技術$yz與提

¬，如此v能���r工領域§�Æ­化�特殊市場上`a中n®，¯'

È對¢°��r工業近年內¢量$廠[±Ú，��技術��不高品質要求

低$光學元件，r工單s²³´下、`acd，為求生}不>不µ技術�

�高，品質要求¶格$光學元件$市場§ï有®¸，V發高難度$«品過

程¦然·¸，³��要�¹�)個º�上有所yz，過¨$¸»§不-為

¼，½,_I)��成,¾所}¬�，所以研發ã¿yz地體A|8越�

難$«品ÀÁ，¦然¸»³��要L之以Â§完ò程'n益不��«品而

已，�研發過程中$¹�發m以7ST對策，µµÃ來n¢$收益，,如

I�$V發計劃ªwx�進Új�高功;離�發:Ê7�EÎ����設

Þnrà�wxV發技術能k，VW()個X$市場。




